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4. Obiectivele cursului:  

• familiarizarea cu principalele operatii tehnologice implicate in tehnologia de 
prelucrare a materialelor semiconductoare 

• familiarizarea cu principalele operatii tehnologice implicate in realizarea 
dispozitivelor semiconductoare 

5. Concordanţa între obiectivele disciplinei şi obiectivele planul de învăţământ:  
Disciplina de “Bazele Tehnologice ale Microelectronicii 1” vizează pregătirea tehnică de 
specialitate pentru studenţii facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii de la secţia 
“Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii”. Se bazează în special pe 
cunostiinţele acumulate la disciplinele “Fizică” şi “Dispozitive electronice”, oferind baza de 
cunostiinţe pentru înţelegerea fluxurilor tehnologice de realizare a dispozitivelor 
semiconductoare. 

6. Rezultatele învăţării exprimate în competenţe cognitive, tehnice sau profesionale 
Studenţii capătă competenţe în cunoaşterea operaţiilor tehnologice de bază necesare 
prelucrării materialelor semiconductoare de la materie primă până la produs finit (dispozitiv, 
circuit), în utilizarea unui simulator de proces pentru exemplificarea acestor operaţii, în 
manipularea unor instrumente software pentru proiectarea si verificarea măştilor şi în 
proiectarea setului de maşti pentru dispozitive elementare. 

7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:  
Mod de predare: expunere teoretică. 

Susţinere laborator: exemple de simulare a operaţiilor tehnologice de bază şi exemple de 
proiectare a layout-ului unor dispozitive elementare. 

Nivelul de predare, atat teoretic cât şi aplicativ, se adaptează la nivelul de pregătire şi 
înţelegere a studenţilor rezultat din dialogul pe durata cursului şi a orelor de aplicaţii, vizând 
aducerea unui număr cât mai mare de studenţi la nivelul necesar acumulării competenţelor 
disciplinei. 

8. Sistemul de evaluare:  
Evaluarea continuă: 

Activitatea la seminar / laborator / proiect / practică 



Ponderea în nota finală: 20% 

Testele pe parcurs  

Ponderea în nota finală: ___% 

• Doparea straturilor epitaxiale. 

Lucrări de specialitate  

Ponderea în nota finală: ___% 

Evaluarea finală: (Se precizează: examen sau colocviu.) 

Ponderea în nota finală: 80% 

Proba(ele): 

Teză cu 4 subiecte teoretice, cu pondere egală, fără acces la documentaţie. 

9. Conţinutul disciplinei: 

 a) Curs 

I. (2 ore) Introducere. 

I. (10 ore) Tehnologia materialelor semiconductoare. 

• Caracterizarea substanţelor curate. 

• Procesele de purificare prin cristalizare şi diagramele de fază, procesele de purificare 
în fază gazoază. 

• Formarea germenului ( nucleaţia). 

• Mecanismul şi cinetica creşterii cristalelor. 

• Metodele de creştere a cristalelor din faza lichidă (topitură, soluţie), din faza gazoasă. 

• Tehnologia monocristalelor  din Si şi GaAs. 

• Metode de dopare a cristalelor şi obţinere a cristalelor dopate uniform. 

II. (16h) Operaţiile principale în tehnologia microelectronicii. 

• Prelucrarea mecanică şi chimică a materialelor semiconductoare. 

• Oxidarea termică a siliciului şi cinetica procesului. 

• Depunerea straturilor de SiO2, Al2O3 şi Si3N4. 

• Difuzia şi impurificarea controlată a materialelor semiconductoare din surse 
semiinfinită şi limitată. 

• Metode de efectuare a difuziei, calculul proceselor de difuzie. 

• Implantarea ionică, fizica procesului şi distribuţia în adâncime a ionilor implantaţi. 

• Procesele de litografie: fotolitografia, litografia cu fascicol de electroni şi ioni, 
litografia cu raze X. 

• Confecţionarea fotomăştilor. 

• Creşterea peliculelor epitaxiale din Si cu utilizarea SiCl4 şi SiH4, cinetica creşterii 
epitaxiale. 

• Creşterea peliculelor epitaxiale a compuşilor AIIIBV din faza gazoasă şi lichidă. 



• Particularităţile creşterii peliculelor soluţiilor solide AlxGa1-xAs. 

Total 28 h 

 b) Aplicaţii 
1. Exemplificarea principalelor operatii tehnologice implicate in realizarea dispozitivelor 

semiconductoare folosind simulatorul FLOOPS (12h) 

2. Exemplificarea legaturilor existente intre caracteristicile structurale ale unui dispozitiv si 
caracteristicile sale electrice folosind simulatorul FLOODS (4h): 

3. Familiarizarea cu procesul tehnologic BiCMOS (4h). 

4. Proiectarea si verificarea layout-ului unor dispozitive elementare în tehnologie 
BiCMOS(8h). 

Total 28 h 
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